L 110 C Monolithische, selbstabtastende, lichtempfindliche
" Zeile mit 256 Sensorelementen

i

Bezeichnung der Anschliisse

Drain des Riickstelltransistors
Gate des Riickstelltransistors
Ausgangsgate

Gate 2 des Schieberegisters A
Gate 1 des Schieberegisters A
Ubertragungsgate XA
Testpunkt 3

Testpunkt 4

Masse

Fotogate

Testpunkt 2

Testpunkt 1

Ubertragungsgate XB .

Gate. 1 des Schieberegisters B
Gate 2 des Schieberegisters B
Drain des Ausgangstransistors
Source des Ausgangstransistors
Source des Kompensations-
transistors
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Typstandafd: TGL 38679 Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6)

gje ist fiir die optische Erkennungsysteme bestimmt. Zusitzlich zu der Zeile enthdlt der
I, 100 C-Chip 2 Ladungsiibertragungsgates, zwei 2-Phasen-Analogschieberegister, eine La-
dungsdetektorstufe und eine Kompensationsstufe.

Ausgewiihlte Kennwerte

Kennwert ;{;I;Zh' en | MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit
Betriebsspannungen UDD . 14,5 15,5 \'
Use 14,5 15,5 | V

Spannung im Ausgangs- UGO 6 8 \

gate des Schieberegisters

Stttigungsausgangsspannungt U sl 200 mV

Hellsignaldifferenz PRUN 12 mV

Dynamikbereich DR 330

Dunkelsignaldifferenz DSNU 4 mV

Empfindlichkeit S 0,4 Vud tem®
| Rtiekstelltaktfrequenz fan 10 MHz
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Bild 6 (DIP-18, Plast)




L110C
CCD-Zeile

Monolithische selbstabtastende, lichtempfindliche Zeile mit 256
Sensorenelementen.
Sie ist fur optische Erkennungssysteme bestimmt. Zusdatzlich zu
der Zeile enthdlt der L 110 C-Chip zwei Ladungsiibertragungs-
gates, zwei 2-Phasen-Analogschieberegister, eine Ladungs-
detektorstufe und eine Kompensationsstufe.

Bauform 1

AnschluBbelegung

OO0 sl Oy s D =

Drain des Riickstelltransistors
Gate des Riickstelltransistors
Ausgangsgate

Gate 2 des Schieberegisters A
Gate 1 des Schieberegisters A
Ubertragungsgate XA
Testpunkt 3

Testpunkt 4

Masse

Fotogate

Testpunkt 2

Testpunkt 1

Ubertragungsgate XB

Gate 1 des Schieberegisters B
Gate 2 des Schieberegisters B

Drain des Ausgangstransistors
Source des Ausgangstransistors

Source des Kompensationstransistors
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Grenzwerte

Spannungen an den Anschlissen

2, 3,4, 5,6,7,10, 12, 13, 14, 15 U von 03 bis 12 V
Spannungen an den Anschliissen
1. 8 11, 16 U von =03 bis 18 V
Betriebstemperaturbereich Ve =25 bis 55 °C
Lagerungstemperaturbereich Ustg =25 bis 100 *C
Kennwerte bei {}4 = 25°C min. typ. max.
Sdattigungsausgangspannung  U.g, 100 200 - mV
mittleres Dunkelsignal ADS - 0.1 1,0 % v.U qe
Hellsignaldifferenz') PRNU —§ +4 & % v.Ugq
Dynamikbereich DR 330 500 -
Dunkelsignaldifferenz DSNU - — 2,0 % v.U e
Empfindlichkeit?) s 02 04 = vV o
nJ/cm?
Sattigungsbestrahlung
bei ¢, = 1.94 ms?) Hosat - 05 1,0 wl/em?
Statische Betriebswerte
Spannung am Drain des
Ausgangstransistors Upo 15 + 0,5 V
Spannung am Drain des
Rickstelltransistors UDR 15 = 0.5 vV
Spannung i Ausgangsgate Uso 7 V
des Schieberegisters
(durch einen Abgleich
im Bereich von 6 bis 8V
ist eine Optimierung des
Betriebes méglich)
Spannung am Fotogate Ugp 0 bis 12 v
(Funktion ist zwischen
0 und 12 V méglich)
Spannung an den Testpunkten
1, TP3 Utp 0 WV
TP2 TP 4 Urp 15 + 0,5 v
Impulsbetriebswerte
Schieberegistertransport- Us1aL YGieL 10,3
3 0.5 ') Vv
taktspannung LOWS3) UgaaL YaasL —-0.5
Schieberegistertransport- U . U
taktspannung HIGH?) UGMH UG1BH 8 v
(durch einen Abgleich im G2AH ¥ G2BH
Bereich von 6 bis 10V ist
eine Optimierung des Be-
triebes méglich)
Ubertragungstaktspannung UGxXAL +0,3
u 0.3 0,5 v
LOW?) GXBL =
Ubertragungstaktspannung U
HIGH?) Mot 8 v
(durch einen Abgleich im GXB

Bereich von 6 bis 10V ist
eine Optimierung des Be-
triebes maglich)



typ-

Rickstelltaktspannung LOWS)  Uggy 10,3
0.5 55 V

Rickstelltaktspannung HIGH UGRH 10 v
Informationswerte
Rauschdquivalente Bestrahlung?) NEE 1+ 10-=3 plfem?
Spitze-Spitze-Rauschspannung Un 300 nVv
mittlere Signaloffsetéinderung RSO 0,2 mV/ms
Spektraler Empfindlichkeits-
bereich SR 0,45 bis 1,05 pm
Rickstelltaktamplitude Ups

. . ca. 550%) mV
Kompensationstaktamplitude Ucs

Die o. g. KenngréBen gelten bei Betriebswerten gemdll Angaben fir Kenn-
groBen bei {4 ==25°C

Schieberegistertransport- fG1a/18 5 MHz
taktfrequenz (obere)?’) fG2a/28 5 MHz
Riickstelltaktfrequenz (obere)?) for 10 MHz
Ausgangsimpedanz Z 1 000 Q2
Verlustleistung ' Piot 100 - mV

bei Upg =15V

') Messung bei 50 %, Usqp das erste und das letzte Element werden nicht
berlicksichtigt.

?) bei Bestrahlung mit Normlichtart A gilt: 1 Ix &2 4,65 wd/em?

) Das Auftreten negativer Impulsspitzen (U < 0V) verursacht einen schein
baren Anstieg des Dunkelsignals

Coxa = Coxg = Ca1A = Coip = Cgaa = Cgop == 50 pF; Cog = 1,5 pF
Y)Y Ugs und Ucg-Gleichspannungsanteil ¢ca. 5V

) Die resultierende Datenausgangsfrequenz tGr ist doppelt so groB wies
die Schieberegisterfrequenz ig1a, f2a. fGip foop: Die angegebenen
Taktfolgen sind typische Folgen zum Betrieb des Bauelementes.

Der Betrieb bei héheren oder niedrigeren Frequenzen beschédigt das
Bauelement nicht,



